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	参加目的：
我々はSmB6の高圧物性をミクロな観点から調べるために高圧力下での核磁気共鳴（NMR）法による研究を行っている．国際会議ICM2012ではSmB6の圧力依存性をNMRで調べた結果について報告することを目的とした．また，様々な研究者との議論を通じて，今後の研究の発展に繋げることを目的とした．

	会議の状況：

今回参加したICM2012は，磁性に関する最も大きな国際会議の一つであり，40か国2000名以上が参加する大規模な会議であった．会議の発表内容は磁性に関するあらゆる分野であり，各分野とも活発に議論されていた．また，会場のいたるところで，情報交換や議論が行われていたのが印象的であった．

	成果概要：
SmB6は臨界圧力（6~10GPa）以上で絶縁体－金属転移と磁気秩序が同時に起こることが指摘され，半導体ギャップ，価数，磁性の関係を調べることのできる対象物質として再注目されている．しかし，この物質の高い臨界圧力が障壁となり可能な実験が限られていた．そこで，我々は改良型ブリッジマンアンビル型セルを用いることで，従来のピストン－シリンダ型セルの最高圧力（約3GPa）を超える6GPaまでのNMR測定に初めて成功し，その結果について報告した．4.9GPaでの半導体ギャップの大きさは，常圧下の場合と比べ約70%に減少し，これは静水圧性の良い電気抵抗測定の結果と同じ傾向である．また，6GPaまでの圧力領域において，2 Kの低温まで構造転移，磁気秩序をしめさないが生じていないことが分かった．
会議では，古くから知られた物質の5GPaを超える圧力領域でのNMR測定ということもあり，多くの興味を持ってもらえたと思う．また関連物質を研究されている方とも議論させていただき，大変有意義なものになった．


